INF3400 Del 13 Teori
Interkonnekt




UiO ¢ Universitetet i Oslo

Introduksjon
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Kapasitans i interkonnekt
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Crosstalk stay:
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INF3400 Del 14 Teori
Design av ledere og designmarginer
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Pitch:
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Modell for repeatere:
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Kontroll av cross talk
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Avansert CMQOS
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Hvordan er fremtiden for CMQOS?

Introduksjonstidspunkt av ulike teknologier: Transistor lengde, wire pitch og maks. effekt:
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Enheter (transistorer)
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Injeksjon av minoritetsbaerere: Gate Elektroner
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Domino logikk:

. Lekkasje av ladning.
. Ladningsdeling.

. Kapasitive koblinger.

. Back-gate.

. Injeksjon av minoritetsbeerere.

. Stgy pa spenningsforsyninger.



